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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
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Выполнены комплексные исследования характеристик излуче-
ния нового поколения мощных лазерных излучателей на осно-
ве гетероструктур с квантоворазмерными слоями в непре-
рывном и импульсном режимах: энергетических, простран-
ственных, спектральных и модуляционных. Последователь-
ное развитие МОС-гидридной технологии выращивания ге-
тероструктур позволило более чем в три раза (до 200 мВт)
увеличить мощность излучения одномодовых лазерных излу-
чателей на основе GaAlAs в диапазоне длин волн 0,8–0,85 мкм
и InGaAs с длиной волны 0,98 мкм. Исследование параме-
тров излучения в импульсно-кодовом режиме вплоть до ча-
стот модуляции 155 МГц показало, что разработанные ла-
зеры можно использовать в передатчике информационного
канала, работающем со скоростью 100 Мбит/с в аппаратуре
межспутниковых оптических линий связи.

Advanced Semiconductor Lasers with Radiated Power up to
200 mWt for Satellite–to–Satellite Optical Communication Links /
I.V. Kryukova, A.A. Marmalyuk, Ye.V. Matveyenko, V.V. Popovichev,
V.A. Simakov, A.A. Chelny, N.N. Chukovsky // Vestnik MGTU.
Priborostroenie. 2002. №№№ 3. P. 18–33.

A comprehensive study of radiation characteristics was conducted
both in the continuous and pulse mode for the powerful new-generation
laser radiators based on heterostructures with quantum-sized layers. The
characteristics under study included power-generating, spatial, spectral and
modulation parameters. The consistent development of the Metal-Organic-
Combination technology of the heterostructure growth allowed increasing
the radiated power 3 times up to 200 mWt in single-mode laser radiators
based on GaAlAs with the wave band 0,8–0,85 μm and InGaAs with the
wave length 0.98μm. The study of radiation parameters in the pulse-and-
code mode with the modulation frequency up to 155 MHz has shown that
the developed lasers can be used for the data channel transmitter operating
with the rate 100 Mbps in the apparatus of the satellite-to-satellite optical
communication links. Refs.5. Figs.10. Tabs.1.
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